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Наноэлектроника —  стремительно  развивающаяся  область  современной  электрони‐
ки,  занимающаяся  созданием  приборов  и микросхем  с размером  элементов  менее 
100нм. Исследования в этой области направлены не только на разработку новых уст‐
ройств  с одноэлектронными  принципами  работы,  но и  на создание  приборов, 
на основе уже существующих, например, за счет изменения свойств пленок и структур 
при введении в них нанокристаллов и нанокластеров. 

Фундаментальный научный интерес в области наноэлектроники представляют  

• исследования по формированию объектов с размерами около нескольких нано‐
метров и контролируемым распределением; 

• изучение квантовых свойств этих объектов, обусловленных ограничением 
в пространстве волновой функции; 

• изучение свойств структур, содержащих нанообъекты. 

На  данный  момент  существуют  множество  методов  формирования  нанокристаллов 
кремния в пленках.  В случае диэлектрических пленок,  таких как SiNx, SiOx,  применя‐
ются  различные  радиационно‐термические  обработки  при  избыточном  содержании 
кремния. Известен, методом получения нанокристаллов Si в аморфных пленках крем‐
ния  (a‐Si)  является  эксимерный  лазерный  отжиг.  Менее  изучен  вопрос  поведения 
пленок,  состоящих  их нанокластеров  кремния.  В настоящей  работе,  впервые 
с использованием метода лазерного элекродиспергировпния получены такие пленки 
и представлены экспериментальные данные по ряду их свойств. 

При получении пленок методом лазерного  электродиспергирования были получены 
пленки с размером нанокластеров ~2 нм, о чем свидетельствуют результаты получен‐
ные  с помощью  просвечивающее  микроскопии.  В тоже  время  кремний  остается 
в аморфном  состоянии,  на что  указывают  спектры  полученные  с помощью  раманов‐
ской спектроскопии. Оптические измерения показали, что ширина оптической запре‐
щенной  зоны  в этом материале  составляет  порядка  3 эВ. Измерения  спектров  фото‐
люминесценции при возбуждении  азотным лазером с энергией 3.7  эВ,  показало на‐
личие  фотолюминесценции  при  комнатной  температуре  с максимумом  в районе 
2 эВ. Наблюдаемые  свойства  свидетельствуют  о проявлении  квантовых  свойств,  обу‐
словленных ограничением в пространстве волновых функций аморфных кремниевых 
кластерных  квазичастиц  в твердом  теле.  Полученные  экспериментальные  данные 
анализируются на основании моделей, основанных на таком подходе. 
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